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В настоящее время в промышленности широко применяются методы 
п.іазменной обработки поверхности, которые уже стали традиционными. 
Они используются для модификации поверхности материалов и нанесе­
ния тонких пленок различного функционального назначения.

В нашей работе мы изучаем диэлектрический барьерный разряд (ДБР). 
ДБР является самостоятельным неравновесным газовым разрядом. Для 
получения такого разряда необходимо использовать конструкцию из 
электродов, покрь[Тых изолирующими слоями, либо поместить диэлек- 
т{Ч1К между двумя электродами, что является неотъемлемым условием для 
функционирования ДБР. Существенное влияние на свойства такого раз- 
ряіда оказывают свойства диэлектрика. Для создания такого разряда меж­
ду электродами прикладывается переменное или импульсное высокое на­
пряжение. В зависимости от расположения и конструктивных особенно- 
сзей электродов можно генерировать разряды объемные и поверхностные. 
Ріврядыые устройства для формирования плазмы в объёме, в свою оче­
редь, подразделяются на планарные и цилиндрические, а на поверхности- 
на планарные, со-планарные и цилиндрические со-планарные. Главным 
достоинством ДБР является то, что условия для его создания легко обес­
печить как при пониженно.м, так и при атмосферном давлении. Обычно, 
ДБР при атмосферном давлении состоит из большого числа маленьких 
піі.()аллел ьн ых м и кроразрядов.

В результате проведенных нссле*тований было установлено, что в объ­
ёмном разряде плотность микроразрядов во времени определяется протя­
жённостью первого. Чем больше амплитуда напряжения, тем однороднее 
ргіспределенйе зарядов по диэлектрической поверхности. Равномерность 
распространения разряда можно улучшить посредством возбужденных 
мстастабильных частиц или ионов, имеющих большое время жизни, а 
также повышением рабочей частоты. При низких амплитудах напряжения 
(но выше напряжения пробоя) микроразряды всегда появляются в одних и 
тех, же места.\.

Структура ДБР зависит от состояния газа, давления, конструкции и 
конфигурации электродов, частоты и полярности питающего напряжения. 
При специальных условиях можно достичь также диффузного (гомоген­
ного) разряда, который открывает новые возможности его технологиче­
ского применения.
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